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次世代デバイス用窒化物半導体の新工場が完成

当社(東京都千代田区外神田 4 丁目１４番１号 資本金：３６４億円 社長：河野 正樹)のグルー
プ会社・ＤＯＷＡセミコンダクター秋田（秋田市飯島字砂田１番地、資本金：３億円、社長：木原茂
文)は、昨年２月から窒化物半導体の工場を建設していましたが、明日竣工いたします。

窒化物半導体は、高い放熱性、高温動作および紫外～青色の短波長発光などの特徴を持ち、ハイブリ
ット車の加速向上(インバーター)、携帯電話の次世代基地局、スイッチング電源向け電子デバイスの小
型化を実現する材料として有望視されております。また白色ＬＥＤ照明や、殺菌や樹脂硬化用途向けの
紫外発光デバイスとしても、今後急速に市場拡大が見込まれております。

当社グループでは、これまで日本ガイシ株式会社(名古屋市瑞穂区須田町２番５６号、資本金：６９
８億円、社長：松下 雋)から関連技術の導入、名古屋工業大学の江川孝志教授との共同研究などを実施
してきました。すでに高品質窒化アルミ下地層、窒化物系ＨＥＭＴエピのサンプル販売を行っておりま
すが、ユーザーが製造する電子デバイスや白色ＬＥＤの特性を大幅に向上するものとして高い評価を得
ています。本工場の竣工により、高品質窒化アルミ層と窒化物系ＨＥＭＴエピの生産が本格化します。

これにより、すでにＤＯＷＡエレクトロニクスがトップシェアを占める高純度ガリウム、ＶＧＦ法レ
ーザー用基板、IrDA 伝送用高速赤外ＬＥＤなどのガリウムひ素系半導体に各種窒化物系半導体エピが加
わり、大幅に商品ラインアップが充実いたします。

第２期工事では窒化物系ＨＥＭＴエピを中心に大幅な製造設備拡張を予定しており、来年度内の着工
を計画しています。今回の第１期、第２期の工場建設、設備投資により、窒化物系エピだけで２００８
年度に１００億円以上の売上高を計画しており、当社の半導体事業を一層拡大して行きます。

<<工場、設備の概要>>
・建設場所：ＤＯＷＡセミコンダクター秋田株式会社 敷地内(秋田市飯島)

・建築面積 ： １，５７７ ｍ２

・延床面積 ： ３，０４４ ｍ２

・導入設備 ： ＭＯＣＶＤエピ成長炉、評価装置ほか

・建設費 ： 約１６億円(第１期工事分)

<<用語の解説>>
・ＨＥＭＴ：High Electron Mobility Transistor の略。電界効果型トランジスタという電子部品の一

種。小さな電流の信号を増幅する機能をもつが、携帯電話の基地局など高周波用途にも応

用が可能

・ＩｒＤＡ：Infrared Data Association の略。赤外線による光無線通信を規格化する団体、またはそ

の規格、あるいはその規格を使用した製品を指す。

・スイッチング電源：電力を変換・調整するために、スイッチング素子（電気回路の一部をＯＮ、ＯＦ

Ｆにできる素子）を用いた電源装置。直流電力を別の直流電力に変換するＤＣーＤＣコン

バータ、及び交流電力を一定の直流電力に変換する整流装置によって構成された電源装置

を指すことが多い。

・インバーター ： 電気の直流を交流に変換する装置。

この件に関するお問い合わせ先
ＤＯＷＡホールディングス株式会社 担当 高橋、鎌倉

ＴＥＬ．０３－６８４７－１１０６ ＦＡＸ．０３－６８４７－１１２１


